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【創新價值】
在這個發明，我們以埃級層狀堆疊High-k材料並覆蓋低熱膨脹金屬混合製作強極性電晶體。
這種結構將有效抑制AC電場循環操作所產生的缺陷，增強鐵電的極性與訊號強度，並使記
憶體耐久性與保久性跟上工業標準，因而獲得突破，這是一種一舉三得的新穎製程技術。

【功能與實用性】

✓ 保存能力提升
本發明以新的層狀堆疊方式，以相容目前
工業的High K 材料(HfO2、ZrO2)，以先進
薄膜ALD技術進行埃級循環沉積堆疊製作
(如右圖橫條紋所示) ，該技術能抑制缺陷
生成故能提升記憶體的保久性。

✓ 讀寫速度提升
低熱膨脹係數金屬層能顯著提升鐵電的極
性，能以更低電壓驅動元件，並展現良好
的訊號。

✓ 記憶視窗/bit Cell數增加
為了增加位元數，我們可在O Scavenger
的下方插入TiN材料，可以有效使位元數提
升三至四位元，增加訊號密度。

儲存位元密度提升
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【商品化程度】

【性別友善性】
該元件被設計為array之後，
與物聯網相連，其邊緣計算
可實現AI智能家電。

擴散抑制
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【結構】
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